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図1: (a) Arイオンビームを照射した STOにおけるシート抵抗の温度依
存性。挿入図は 300K におけるシート抵抗の照射時間依存性を示す。
(b)Arイオン照射(10分間)した STOのキャリア移動度の温度依存性。
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電圧を 500V、Arガス流量3cc/min， Arガス分圧は4.1 X 10・2Paとした。 STOは
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図4:AFM像(1X 1μm)とSTO(1l4)付近における X線逆格子マッピング。 (a)
と(d)はArイオン照射をしていない STO結晶、 (b)と(e)はArイオンビームを
照射した STO結晶、 (c)とのはArイオン照射後 4000Cでポストアニールを施
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cい)=3.905 + L1c(k) = 3.905 +α exp(k /β) (k~l) (1) 
次に表面層の構造散乱因子FAr-ir(OOL)について考える。表面層の正方品STOユ




112)， Ti(O， 0， 0)， 01(112， 0， 0)， 02(0， 1/2， 0)， 03(0， 0， 112)となる。よって表面層と非
照射層の界面(Z=0)からk番目の正方品STOセルの構成原子のZ方向の位置は、
それぞれZSr(k)= ZI (k)ー c(k)/2，ZTi(k) = ZI(k)， Z01(k) = Z02(k) = ZI(k)， Z03(k) = ZI(k) -




土(んはp[-初 Lc*(Z) (k) -c(k)/ 2)]+ん叫[-2JZiLc* Z) (り] (2) 
+んかxp~2JZiLc *Z) (k )]+exp[-川崎)(k)一c(k)/2)あ





+んじ+位p[-27liLc * (-ao /ゆ三叫(-27likLc*α。)
(3) 
よって観測される回折強度1(00L)は次のようになる[18]。
I(OOL) = A.Iんィ(OOL)+ FNol1-ir (OOL )12 
ここでAはスケールファクターである。
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るに従って徐々に強度を増していくが、 160Kを境にして 430nm (2.8 eV)を中心

































































もわかるように α×αxC のユニットセルであり、ストイキオメトリックな STO
において低温で観察される正方品(.fiax.fi ax2α構造)[24，25]とは異なっている
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